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      Аннотация

    
        
          Работа посвящена исследованию средневолновых диодных фотоприем-ников на основе гетероструктур InAsSb/InAsSbP. В ходе работы были изу-чено влияние температуры на характеристики фотодиодов. Измерение фото-чувствительности фотодиода в широком интервале температур.
        

        
          The work is devoted to the study of medium-wave diode photodetectors based on InAsSb/InAsSbP heterostructures. In the course of the work, the influ-ence of temperature on the characteristics of photodiodes was studied. Changes in the photosensitivity of the photodiode over a wide temperature range.
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